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1. EN8F509 概述 

 

这个 8 位基于EPROM微控制器是由完全 

静态COMS技术设计，集高速、体积小、低 

功耗和抗高噪声一体的芯片。 

内存包括 1.0K 字节EPROM和 41 字节静 

态RAM。 

 

 

2. 功能特点 

 

 如下是关于软硬件的一些特点： 

 完全CMOS 静态设计 

 8 位数据总线 

 EPROM 大小：1K 

 内部RAM 大小：47 字节 

 36 条指令 

 14 位指令长度 

 2 级硬件堆栈 

 工作电压：2。0V――6。0V 

 工作频率：0~20MHZ 

 最短指令执行时间是在 20MHz下除分支指令外的 

所有单周期指令的 200ns 

 寻址方式包括直接，间接和相对寻址方式 

 上电复位（POR） 

 睡眠低功耗方式 

 5 种可选振荡器类型 

 3 种振荡器起动时间：20 ms, 40 ms, 80 ms 

 带 8 位可编程分频器的 8 位实时时钟／记 

数器（RTCC） 

 自振式看门狗定时器（WDT） 

 I／O 口电平变化可将IC 从睡眠模式唤醒 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 上电复位 

 6 个可独立直接控制I/O 口 

 

 

3. 应用 

  

EN8F509 的应用范围从发动机控制器，高速自动电机

（电车）到低电源遥控发射、接收器，面向设备装置，无

线电通讯，如遥控器，小型设备，玩具，汽车和键盘等

等。 
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4. 引脚定义 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIN 引脚名称 输入类型 输出类型 说明 

1 VDD P - 正向电源 

OSC1 OSC1 XTAL 晶振/ 谐振器 
2 

PA5 TTL CMOS 双向 I/O，带可编程上拉和电平变化唤醒 

OSC2 XTAL - 晶振/谐振器 
3 

PA4 TTL CMOS 双向 I/O，带可编程上拉和电平变化唤醒 

4 PA3 TTL - 输入端口，带可编程上拉和电平变化唤醒 

PA2 ST CMOS 双向 I/O，带可编程上拉 
5 

T0CKI ST  到 TMR0 时钟输入引脚。 

6 PA1 TTL CMOS 双向 I/O，带可编程上拉 

7 PA1 TTL CMOS 双向 I/O，带可编程上拉 

8 VSS P - 电源接地参考 

图注： I/O = 输入/ 输出， P = 电源， — = 未使用， TTL = TTL 输入，ST = 施密特触发器输入 

 

5. 存贮器分配 

 

A、 存贮器分布 

 

存贮器 
器件 

程序存贮器 数据存贮器 

EN8F509 1024*12 47*8 
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EN8F509 器件能够直接或间接寻址其程序寄存器和数据存储器。包括PC 在内的全部特殊功能寄

存器，都被映射到数据存储器中。EN8F509 器件的指令集具有高度正交性，使用户能够对任意寄存

器、使用任意的寻址方式执行任何操作。该对称特性和普遍适用性，使得EN8F509器件的编程简单而

高效。 

 

 

 

B、 寄存器分布 
 

地 址 寄存器 

00H INDF 

01H TMR0 

02H PCL 

03H STATUS 

04H FSR 

05H 不能访问 

06H GPIO 

07H  

08H 

 

 

1FH 

通用 

寄存器 

 

 

 

 

C、 特殊功能寄存器汇总 
 

地址 名 称 Bit7 Bit6 Bit5 Bit4 Bit3 Bit2 Bit1 Bit0 

00H INDF 使用 FSR 来寻址数据存储器（非物理寄存器） 

01H TMR0 8 位实时时钟/ 计数器 

02H PCL PC 的低8 位 

03H STATUS GPWUF CWUF  TO PD Z DC C 

04H FSR 间接数据存储器地址指针 

06H GPIO     GP3 GP2 GP1 GP0 

N/A TRISGPIO     I/O 控制寄存器 — — 

N/A OPTION         
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6、EPROM配置选项 

  

 

4M 
OSC 振荡频率 

8M 

ENABLE  开 
WDT 看门狗 

DISABLE 关 

ENABLE 开 
PED 低压侦测复位 

DISABLE 关 

ENABLE 开 
CP 代码保护 

DISABLE 关 

               

 

7、其它CPU特性 

 

   A、上电延时 
 

 

   

 

 

   B、低压侦测 
 

    如果 PED 设置为 ENABLE ，则IC工作电压低于2.1V时，IC将复位，如果需要IC工作在2.1V以

下，必须将PED设置为DISABLE（该IC理论工作电压为2.0—5.5V，实际工作最低可到1.7—1.8V）; 

 

 

C、看门狗定时时间（测试数据为室温25 ℃） 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oscillator Type Porwer-on reset Subsequest resets 

INTRC 20ms 20ms 

电压Voltage (V) 看门狗溢出周期 (ms) 

2.5 26.6 

3.0 24.0 

4.0 21.2 

5.0 19.4 

5.5 18.8 
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8、电气特性 

 

A、 工作电压 & 工作频率 

Vdd ﹕2.0V ~ 5.5 V 

Frequency﹕4 MHz & 8 MHz 

 

  B、 工作电流 
       温度＝25 ℃, WDT－使能 & PED －使能，数据如下 : 

        

电压/频率 4M 8M Sleep 

2.5V 235uA 360uA <1.0uA 

3.0 V 320uA 450uA 2.5uA 

4.0 V 445uA 630uA 3.5uA 

5.0 V 585uA 810uA 6.5uA 

5.5 V 675uA 920uA 10.0uA 

 

   C、 睡眠电流 

 

        @WDT－不使能, 温度＝25 ℃,数据如下: 

 

Vdd＝2.5V Idd＜1.0 μA 

Vdd＝3.0V Idd＜1.0 μA 

Vdd＝4.0V Idd＜1.0 μA 

Vdd＝5.0V Idd＜1.0 μA 

Vdd＝5.5V Idd＜1.0 μA 

 

       @WDT－使能, 温度＝25 ℃, 具体值如下: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vdd＝2.5V Idd＜1.0 μA 

Vdd＝3.0V Idd＝2.5 μA 

Vdd＝4.0V Idd＝3.5 μA 

Vdd＝5.0V Idd＝6.5 μA 
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9、封装信息 

8 引脚塑料双列直插封装（P），300 mil（PDIP） 
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8 引脚塑封小型封装（SN）－窄型，150 mil（SOIC） 
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6 引脚塑封小外形晶体管封装（OT） [SOT-23] 

 

 

 


